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Нелинейные преобразователи частоты, работающие в диапазоне длин 

волн 3,5–5 мкм и в области 8 мкм, перспективны для организации опти-

ческой связи в атмосфере в рамках глобальных систем передачи инфор-

мации поколения 6G [1]. Также источники когерентного излучения сред-

него ИК излучения применяются для обработки материалов методом 

скрайбирования и термораскола в медицине. 

Исследования, представленные в данной публикации, являются логи-

ческим продолжением результатов, полученных в [2], и посвящены экс-

периментальной оценке влияния глубинного съема (до 150 мкм) с по-

верхности монокристалла ZnGeP2 (ZGP) методом магнитореологического 

полирования (МРО) на параметры оптического пробоя (LIDT).   

Для проведения исследований были изготовлены 4 образца монокри-

сталла ZGP с размерами 6,1×6,1×20 мм3. Исследуемые образцы были вы-

резаны из одной и той же монокристаллической були ZGP под углами θ = 

54,50 и φ = 0,0 относительно оптической оси. Монокристаллическая буля 

ZnGeP2 была выращена методом Бриджмена в вертикальном направлении 

на ориентированной затравке. Рост производился из расплавленного по-

ликристаллического соединения, предварительно синтезированного двух 

температурным методом [3]. 

Для определения порога оптического пробоя образцов использовалась 

методика «R-on-1». Суть этой методики заключается в том, что каждая 

отдельная область кристалла облучается лазерным излучением при по-

следовательном повышении интенсивности лазерного излучения до тех 

пор, пока не произойдет оптический пробой или не будет достигнуто за-

ранее заданное значение плотности энергии. В нашей работе исследова-

ние проводилось с длительностью экспозиции τex = 5 с. Исследуемый 

образец подвергался воздействию пакетов лазерных импульсов с фикси-

рованным уровнем плотности энергии, не вызывающим повреждения 

поверхности кристаллов. Далее уровень плотности энергии увеличивался 

с шагом ~ 0,1 Дж/см2. 

Проведены экспериментальные исследования влияния параметров 

MPO полировки на LIDT кристаллов ZGP. Показано, что глубина MPO 

полировки значительно влияет на LIDT кристалла ZGP. При MPO съеме 
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материала с поверхности кристалла более 30 мкм наблюдается значи-

тельное уменьшение LIDT поверхности ZGP, а для глубины MPO поли-

ровки 17,8 мкм, наоборот, наблюдается увеличение LIDT по сравнению с 

кристаллом ZGP со стандартной полировкой. При глубине съема матери-

ала 17,8 мкм параметры LIDT увеличиваются в 1,18 раза. 

Показано, что зависимость порога оптического пробоя ZGP от глуби-

ны MPO полировки представляет собой гладкую монотонно убывающую 

логарифмическую функцию. Выдвинуто предположение, что полученная 

логарифмическая зависимость указывает на тепловую природу оптиче-

ского пробоя и зависимость LIDT ZGP от концентрации поверхностных 

поглощающих дефектов. Полученные зависимости прогнозируют, что 

уменьшение глубины MPO полировки до значений в несколько микро-

метров приведет к дальнейшему увеличению LIDT. Однако данные тео-

ретические предположения требуют экспериментального подтверждения. 

Рекомендовано на практике МРО обработку кристаллов ZGP проводить 

со съемом материала с поверхности не более 20 мкм. 
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